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llemoria descriptive que se acompafie 4 la Solicitud de

Patente de Imvencidn por VEINTE afios ¢ favor de Er i ch

Hab ann, Ingeniero, residente en Berlin (Alemania), pou

"UZA DISPOSICION 0 DLITT0 I COMNTACTOM, preszntads en =21

¥inisterio de Economia Nacionsl.

Es sabido que los cristules neburales de sulruro de plo-

mo, cvando se les aplica un zlambre mstalico conveniente susl-

to ¥ se hace pasar una corziente po: el prnto de contacto,

Presentan wuna caracheristica de caida (tencidn coro “uncidn

de lg intensgidad). Mo todos los cristeles de zulfufo de plo:aro

presentan esta propiedad, ri el mismo cristel la pressnte en
diversos puntos con iguval grado.

E1 invento se p.-ovone

P-°0Y deterainar le cause del eTecto y

svs condiciones y determinar pars técnica los datos que

erniitan obtener una substancia de contacto de pondad sienpre

[

igual e¢n luger de los cristalcs noturales de blendae

Como ceuse del eiz2cto se han reconocido pequ_fios clemsn-

.

tos acompefiantes que se contisn.n 2n la substancia basica

PhS cue tewmbidn son sulfuros y que deben poseer unu relucidn

det2minadas cvantitative respucto £ la substancia bisica. Zo-

mo elsmentos ttiles se han comprobado una 6 verics de las

guientes cubstancias:?
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Sulfwro cuproso (CugS), svlfuro argentico (Agzs), sulfuro
cuprico (CuS), sulfuro de hismuto (Bi283), avliuro de cadmio
(cas), trisulfuro de arsenico (ASQSE), svlsvro mercurico (HgS)
svlfuro cincico (ZnS), Tl mejor ha resultwdo ¢l sulfuro cupri-
co, dando log peores reculiados los sulfuros de arscnico de
cednio v cinec. Con ofraes sulfuros 10 riiemo cve con los de €g-
tafio v antimonio no s3 ha podicde obtener ningin buen resulta-
Ao,

La carccheristica de caide aperece cuande con rolacion &
la substancia bisica (PbS) se aprega & esta 0,5 hasta 0,025
de su cantidad (celcuvlada =n moléculas) del suliuro aconpafian=-
te.,

Para preparar la substancia dez contacto haste con prlveri
zar Tinisinemepte, por ejemplo svliTuro de plomo (PhS) y suvliu-
ro cupricoe (CuS) cada vno de por si, mezclarlos en la relacidn
crentitative indicade y lvego wmolerlos duvrante largo tiempo en
vn mortero de porcclana v Lvensey & la presion mis wlta posible
en pikdoras el polvo sei mezcledo . Una esferita ¢ pildore de
esta clase presenta ya todas lus propledades srriba indicadas
v con un alambre metilico adecusdo prescenta en ¢l punto de
contacto vna carscteristica de caida de tensidn sy pronuncia-
da. Se pvaden nejorar m's leg proniedades cuando la gslerita
ce concreclona durante algun tiempo, esto es se celisnta d
vna tmperature elevedas {vnos 600°) pero inferior & la tempe-
ratura de tnsidn de la esteritas

0+vo método de proparar la svbstancia consiste ¢n Tundir
los olementos (suilfuro de plomo y sulfure de cobre) =n la re-
lacién indicada. Acvi sin esbeargo hay que tener on cnenta las
oxid .ciones de la suvperficie de 1a substancia. El enfriar
bruscamente la substancia ha resultado ventajoso para las
propiedades scglin el inventoe

Gono contraelectrodos han dado buenos resultados delga-
dog &leribres metilicos de molibdeno, § de hicrro de proxima-
mente 0,2 mm de didetioe Bl clawbre debla ser positivo res-

pecto 4 la esferita y apoyarse contra la substancia de contuc-
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to con una presidn determinada. Camblando los polos sé pLresén-
té también una carvacteristica de caida de tensidn pewo exa ue-
nos pronunciada,. Jecesitaba como condicidn previa otra presidn
de apoyo vy esta era dificil de ajustar y de mantener.

Tn todog los casos se pudo hacer aun mis pronunciada lia
caracteristica de caida immergiendo ¢l punto de contacto en
un 1iquido no conductor, como aceite, bernzol y simileres. En
un liquido de esta clzse presentaron respecto 4 la substancia
de contacto uno caracteristica de caida aun aquallos alambies
que &l aire eran complziamsnte insctivos, por ej=mplo un alem-
pre de aluminic. Zinalmente para la estabilidad de la caracte-
rigtiea resultdé ventajoso colocar todo el elemento de contacto
4 une presidn mds elevada que la atmésferica. En los ensayos
se disponia de 4 atmdsferas y hasta esta presidén solo se com-
probé una mejora de la caracteristica de cailda con las subs-
tancias vy disposiciones segin el invento. S1 s@ gfectuaban

varisciones en el elemento ds contacto, entonces 1los fe-
norienos varieban algo con ¢l tiempo y solo se gstabilizahan
después de uno 4 seis dias. Lo mejor es dejar en reposo du-
rante este tiempo cada substancla despucs de su fabricacidn.
Debemos advertir que el metodo ¥ las indicaciones anteriores
no se limiten 4 los sulfuros, sino que también pueden aplicar-
g3 & 6xidos y otras combinaclonss condnchoras de matales. Solo

es condicidn pravia 21 que la substancia de contacto no s9

descomaponga al paso de la corrienta.

tatmtattntatat=t=t N O T A t-t=t-i-i=i=i-i-i=3

Qe yeivindica como nusvo y de propla invencidne
1°,- Una disposicidn ¢ elemento de contacto con la pro-
picdad de una rasistencia negativa, caracterizada porque la

substancla dz contacto ss caapone de suvlfuro de plonmo, (PbS) .

con vpequefios aditomentos de uno $ varios sulfwros distintos,

como sulfuro cuproso, argéntico, de bismuto, de cadalo, tri-

sulfuro de arsénico, sulfuwro cincico y en espscial gulTuxo

I3 4
cupslco o acrcurico.
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20,- Una disposicidén de contacto s2gin 1o yeivindicado en
el prnto 1, caracterizeda pordue con relacidén & 1o substancia
bésica (PhS) se scregs & esta una centidad de 0,5 & 0,025
(czlcnlada en moléculas) del sulfurd acompaiiante.

3°,- Un p:ocedimiento para preparar le disposicidn de
contacto reivindicade en los puntos } ¥ 2, caracievizada por-
que la substancia de contacto se prelhara moliendo y wmezclando
intimamente los clementos finisigauante pulverizados v luego
pransando fuertemcime.

4° .~ Un procodimaicnto segtn lo reivindicado en ¢l punto
3, caracterizado porque 1a mezela se culisnta por debajo del
punto de fusidn v asi se concreciona durente algin tiempoOe

5°.- Un procedimiento pera preparar la disposicidn de
contacto reivindicado en los puntos 1 ¥ 2, caracterizado pou-
que los elemcitos soO nezelan v se Tunden juntose

6°.- Upe disposicidén de contacto sepgin 1o ~civindicado
en los puntos 1 4 5, caracterizada porauwe el contraeclectrode
se caupone de un alarbre de hierro o de molibdeno dc proxinia-~
mete 0,2 mm de didmetro y este ulumbre recibe un potencial
positivo respecté 4 1la substancia de contacto.

no .- Una disposicidn de contacto sepun lo reivindic«do
en los puntos 1 & 6, caracterizada porque puede egrlarse la
presidn con que se apoyan 1os clectrodos.

89,~ Una disposicién de contacto ssgun 1o reivindicado
en los puntos 1 a 7, caracterizada pordue ¢l punto ds contac-
to se immerge en un liquido no conductor, como aceite ¢ ben-
c0le

90 .~ Una disposicidén ds contacto segin 1o reivindicado
en los nuntos 1 & 8, caracterizada porque el punto de contac-
to ge pone bhajo una presidén superior & la atmosTéricae

Esta patenté recae sobre "Una disposicién ¢ elemento de
contacto®, como auveda descrito en la presents menpria y ca-

racterizado en la anterioy Mota.
. 7 ag de 1930.

Madrid Agos
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